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　2007 年 12 月 28 日、回路シミュレーション用
トランジスタモデルの国際標準化機関である CMC
（Compact Model Council）は、高耐圧トランジス



































EDA ベンダによる標準モデルの EDA ツールでの
 情報通信分野	 TOPICS	 Information & Communication
　2007 年12 月28 日、回路シミュレーション用トランジスタモデルの国際標準化機関である CMC（Compact 
Model Council）は、LDMOS（Laterally Diffused Metal Oxide Semiconductor）の標準モデルとして、広島大学で
開発された HiSIM-LDMOS を選定した。この領域で我が国の技術が世界的に認知された初めての成果と言える。
CMC は技術専門家によるモデル評価の後に投票により国際標準モデルを選定している。今回の LDMOS 標準























注　LDMOS（Laterally Diffused Metal Oxide 
Semiconductor）：高耐圧・大電流トランジスタで
あり、通常の MOS トランジスタと違いドレイン領
域を横方向に拡張した構造を有する。高耐圧と大
電流を実現できるのが特徴で、携帯電話基地局の
パワー・アンプ回路などで利用されている。
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